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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板上に形成された導電パターンを少なくとも備えた電子デバイスにおいて、
　前記導電パターンは、
　前記ガラス基板上に形成された実質的に純粋なアルミニウム層（実質的純Ａｌ層）と、
　前記実質的純Ａｌ層と前記ガラス基板との間に形成されたバリアアルミニウム層（バリ
アＡｌ層）と、を備え、
　前記バリアＡｌ層は、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）または窒化酸化アルミニウム（Ａ
ｌＯｘＮｙ）からなり、
　前記バリアＡｌ層の実質的純Ａｌ層に対する厚さ比率は１：６．２５から１：１の範囲
である電子デバイス。
【請求項２】
　前記実質的純Ａｌ層は前記バリアＡｌ層よりも物理的に厚い、
　請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項３】
　前記実質的純Ａｌ層のアルミニウムは純度が少なくとも９９．０重量％である、
　請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項４】
　前記実質的純Ａｌ層上に更に保護層が形成された、
　請求項１に記載の電子デバイス。
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【請求項５】
　前記保護層は、モリブデン（Ｍｏ）、窒化モリブデン（ＭｏＮ）、チタン（Ｔｉ）、ま
たは、これらの組み合わせから成る合金から選択された材料によって形成されている、
　請求項４に記載の電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、アルミニウム（Ａｌ）導電層に関し、特に、ヒロックが無いＡｌ層
及びその形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高集積度の集積回路（ＩＣ）の半導体製造が必要になるにつれて、ＩＣのために必要な
相互接続を形成できる十分な面積を基板に確保することが難しくなる場合がある。ＩＣの
金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）のサイズの減少に伴って数が増加した相互接続を形成すると
いう要件を満たすため、２層以上の金属層を互いに接続することは、多くのＩＣ製造で適
用されている、必須の技術になってきている。特に、マイクロプロセッサ等の高度な機能
を持つ幾つかの集積回路においては、集積回路の構成部品を互いに接続するため、４層ま
たは５層の金属層が必要とされる。一方、薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ（ＴＦＴ－
ＬＣＤ）パネルの製造においては、金属膜が電極および相互接続部として使用され、また
、これらは、金属膜から成る多層構造中に形成されている。
【０００３】
　金属膜の多層構造においては、層間短絡が生じないように、任意の２つの金属層間に誘
電体等の絶縁層が形成されている。また、金属層の材料として、電気抵抗が低い純金属ま
たは合金が適切に使用される。一般に、純金属としては、例えば、Ｃｒ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｍ
ｏ、Ｔａ、及びＷを使用することができる。電気抵抗が低い合金としては、例えば、Ａｌ
－Ｃｕ、Ａｌ－Ｃｕ－Ｓｉ、Ａｌ－Ｐｄ、及びＡｌ－Ｎｄ等のその他の元素から選択され
た１または複数の元素を含むアルミニウム合金が使用されている。金属層の材料としては
、純アルミニウムを使用することが好ましい。これは、アルミニウムが、基板との高い密
着性、製造時における高いエッチング特性、低い電気抵抗率を有するためである。また、
地球には、アルミニウムが他の金属元素よりも多く含まれている。したがって、アルミニ
ウムは、入手可能であり、コストが低い。
【０００４】
　しかしながら、金属層のための元素として、他の金属よりも融点が低い純アルミニウム
を使用することは、未だ不都合がある。図１には、ガラス基板上に金属を堆積させた状態
が示されている。薄膜トランジスタの製造においては、最初に、比較的低い温度（約１５
０℃）でガラス基板１０２上に金属を堆積させることにより、グレイン１０４が形成され
るとともに、グレイン間にグレイン境界１０６が形成される。実際には、グレインは、図
１に示されるような規則的な状態で形成されない。図１に示される規則的なグレインは、
図示のためである。次に、アニーリングが行なわれ、これにより、高温加熱によってグレ
インの振動が大きくなることで、グレインの原子が再配列され、その結果、グレインの欠
陥が減少して、グレインが再び結晶化される。この再結晶の後、転位等の欠陥の密度の減
少により、グレインの内部応力が急速に減少する。アニール温度が上昇し、再結晶で形成
されたグレインがグレイン間の界面エネルギを超える高いエネルギレベルまで引き上げら
れると、グレインは、それらのうちの小さなグレインが消失しながら、成長し始める。こ
のように、グレインの成長によって大きなグレインが生じ、小さなグレインのグレイン境
界が消失する。したがって、グレインの内部応力は、低いレベルまで更に減少する。
【０００５】
　純アルミニウムが配線層材料として使用されると、ヒロック等が生じる場合がある。図
２は、アニーリング後の配線層材料として純アルミニウムを用いたガラス基板を図示する
ことにより、ヒロックを示している。アニーリングにおいては、高温により、Ａｌグレイ
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ン１０４およびガラス基板１０２が熱膨張する。アルミニウムはガラスよりも大きい熱膨
張係数を有するため、Ａｌグレイン１０４による大きな圧縮応力がガラス基板１０２に加
わる。この圧縮応力により、アルミニウム原子がグレイン境界１０６に沿って移動し、ヒ
ロック１１０が生じる。ヒロック等、例えばヒロック１１０は、その後の製造プロセスで
の他の層の厚さを不均一にする。また、下側の金属層と上側の金属層との間に形成される
絶縁層（図示せず）を大きなヒロックが貫通して、このヒロックが上側の金属層に接触す
ると、最悪の場合、層間短絡が生じる虞がある。
【０００６】
　したがって、配線材料としてＡｌを使用するためには、ヒロックの問題を解決する必要
がある。従来、この問題に対しては、２つの手法がある。第１の手法は、融点が高い他の
元素、例えばＮｄ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｔａ、Ｓｉ、及びＣｕを配線材料として使用することで
ある。図３は、ガラス基板２０２上に形成されたＡｌ合金のグレイン２０４のアニーリン
グ後を示している。図３に示されるように、Ａｌ合金のグレイン２０４のグレイン境界２
０６間には、ヒロックが形成されていない。Ａｌ合金の追加元素の原子はＡｌグレイン中
に溶解することができないため、グレイン２４０が成長すると、追加元素の原子は、グレ
イン境界２０６へと移動し、グレイン境界２０６間に徐々に粒子２１０を形成する。した
がって、Ａｌ原子がグレイン境界２０６に沿って移動する場合、小さな粒子２１０によっ
て、グレイン２０４の上側へのＡｌ原子の移動が妨げられ、それにより、ヒロックの形成
が抑制される。
【０００７】
　第２の手法は、Ａｌグレインを覆う高融点の金属層を形成することにより、ヒロックの
成長を抑制することである。図４は、Ａｌグレインを上側から覆う金属層を示す。高融点
の金属層２１２がＡｌグレイン２０４上に配置された後、アニーリングが行なわれる。金
属層２１２は、Ａｌグレイン２０４間にグレイン境界２０６によって形成される出口を覆
うキャップとして機能するため、Ａｌ原子がブロックされ、グレイン境界２０６に沿うヒ
ロックの形成が妨げられる。また、金属層２１２の代わりにアモルファス相のＡｌ層を使
用する第２の手法の変形例もある。ヒロックの形成を抑制するため、アモルファス状態の
Ａｌ層をグレイン２０４上に形成することができる。
【０００８】
　ヒロック形成の問題に対するこれらの従来の手法においては、第１の手法が最も効果的
で且つ通常において使用される。例えば、日本の会社コベルコは、金属層のための配線材
料としてＡｌ－Ｎｄ合金を提供しており、これについては、ヤマモト等に対して付与され
た特許文献１に記載されている。Ｎｄは、原子量が大きく且つ融点が高いため、小さな粒
子を形成して、Ａｌ原子がグレイン境界に沿って移動してヒロックを形成することを妨げ
ることができる。このようにすると、温度が３００℃に達する場合でも、ヒロックが生じ
ない。
【０００９】
【特許文献１】米国特許第６０３３５４２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、Ｎｄは希土類元素であるため、製造コストが高く、スプラッシュ欠陥を
回避するために低いスパッタリングレートを適用する必要がある。また、Ｎｄの抵抗率が
高いため、Ａｌ－Ｎｄ合金は、純アルミニウムの抵抗率よりも高い抵抗率を有する。
【００１１】
　前述したように、一般的な半導体製造および液晶ディスプレイ製造においては配線材料
または電極材料としてＡｌを使用することが望ましいため、Ａｌが使用される際のヒロッ
クの形成を防止する研究が非常に重要となる。
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、ヒロックを防止するための導電層及びその形成方法を提
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供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、ガラス基板上に形成された少なくとも２つのアルミニウム（Ａｌ）層を含み
且つヒロックを防止できる導電層を提供することにより、前記目的を達成する。前記少な
くとも２つのＡｌ層は、ガラス基板上に形成されたバリアアルミニウム層（バリアＡｌ層
）と、バリアＡｌ層上に形成された実質的に純粋なアルミニウム層（実質的純Ａｌ層）と
を含む。実質的純Ａｌ層は、その純度が少なくとも約９９．０重量％であり、好ましくは
少なくとも約９９．９重量％である。以下、実質的に純粋なＡｌ層（実質的純Ａｌ層）を
省略して単に純Ａｌ層という。また、バリアＡｌ層の熱膨張係数は、純Ａｌ層の熱膨張係
数よりも小さい。
【００１４】
　バリアＡｌ層は、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）、酸窒化アルミニウム（ＡｌＯｘＮｙ
）のうちの１つの化合物を少なくとも含んでいる。バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ
比率が約１：６．２５から１：１の範囲である場合には、ヒロック等を効果的に防止でき
る。バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率が約１：６．２５から１：２の範囲である
場合には、デバイスをエッチングした後、良好な断面形状が得られる。
【００１５】
　また、バリアＡｌ層は、Ａｌ－Ｎｄ合金層であっても良い。この場合、Ａｌ－Ｎｄ合金
は、約１００Åから４０００Åの範囲の厚さを有し、好ましくは約３００Å及び９００Å
の厚さである。純Ａｌ層は、約５００Åから４５００Åの範囲の厚さを有し、好ましくは
約１５００Å及び３０００Åの厚さである。また、Ａｌ－Ｎｄ合金層の純Ａｌ層に対する
厚さ比率は、約１：６．６７から１：０．５５の範囲である。
【発明の効果】
【００１６】
　バリア層の熱膨張係数が純Ａｌ層の熱膨張係数と基板の熱膨張係数との間にあるバリア
アルミニウム（Ａｌ）層を緩衝層として使用することにより、ヒロック等が効果的に防止
される。また、抵抗が下がり、製造コストが低減される。
　本発明の他の目的、特徴、利点は、好ましいが制限的でない実施形態の以下の詳細な説
明から明らかになる。以下、添付図面を参照しながら説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図６は、基板上に少なくとも２つのアルミニウム層を有する本発明の実施形態に係る導
電層を示す。基板３０２上にバリアアルミニウム（Ａｌ）層３０４が形成され、その後、
バリアＡｌ層３０４上に純Ａｌ層３０６が形成され、これにより、以下の熱処理を受けた
後、アルミニウムヒロック（ｈｉｌｌｏｃｋ）の発生が抑制される。
【００１８】
　第１の実施形態において、バリアＡｌ層は、窒化アルミニウム（ＡｌＮｘ）、酸化アル
ミニウム（ＡｌＯｘ）、酸窒化アルミニウム（ＡｌＯｘＮｙ）のうちの１つの化合物を少
なくとも含む。第２の実施形態においては、特定の研究のため、バリアＡｌ層の材料とし
て、アルミニウム－ネオジウム（Ａｌ－Ｎｄ）合金が使用されている。これにより、関連
する実験結果も開示されている。
（第１の実施形態）
【００１９】
　図６も参照されたい。第１の実施形態においては、ガラス基板３０４が設けられ、窒化
アルミニウム（ＡｌＮｘ）層、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）層、酸窒化アルミニウム（
ＡｌＯｘＮｙ）層、または、これらの任意の２つの層あるいは３つの層の組み合わせ等の
バリアＡｌ層３０４がこの基板３０４上にわたって形成されている。その後、バリアＡｌ
層３０４上にわたって純Ａｌ層（少なくとも９９．０重量％、好ましくは少なくとも９９
．９重量％）３０６が形成されている。バリアＡｌ層の材料に関しては、バリアＡｌ層３
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０４の熱膨張係数が純Ａｌ層３０６のそれ（熱膨張係数）よりも小さく且つガラス基板３
０２のそれよりも大きくなるように選択された。したがって、以下のプロセスにおいてデ
バイスが高温（または、熱衝撃）に晒された後、Ａｌヒロックの形成をうまく防止するこ
とができる。また、バリアＡｌ層３０４の抵抗率は、純Ａｌ層３０６のそれよりも高い。
【００２０】
　表１には、純Ａｌ、ＡｌＮｘ、ＡｌＯｘ、ＡｌＯｘＮｙおよび３つの異なるガラス基板
のアニーリング前の熱膨張係数および抵抗率が示されている。
【００２１】
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【表１】

【００２２】
　アニーリング（加熱）プロセス中、ガラス基板３０２と純Ａｌ層３０６との間の熱膨張
係数の違いによって生じる熱応力によりアルミニウム原子がグレイン境界に沿って移動す
るため、ヒロック等が生じる。本発明の特徴は、ガラス基板３０２と純Ａｌ層３０６との
間にバリアＡｌ層３０４を介挿することである。この場合、バリアＡｌ層３０４の熱膨張
係数は、ガラス基板３０２の熱膨張係数（それ）よりも大きいが、純Ａｌ層３０６のそれ
よりも小さい。したがって、バリアＡｌ層３０４は、ヒロック等を形成するＡｌ原子のグ
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レイン境界に沿う移動を防止する緩衝層として機能する。また、かなり低い低効率（電気
抵抗）および後処理（例えばエッチング処理）の施されたデバイスの良好な形状を得るた
め、純Ａｌ層３０６は、物理的に、バリアＡｌ層３０４よりも厚い。
【００２３】
　本発明の第１の実施形態のヒロックが無いデバイスの状態を調べるために、実験が行な
われている。先ず最初に、スパッタリングする純アルミニウムターゲットが、スパッタリ
ング装置の真空チャンバ内に装着される。堆積パラメータ、すなわち、全圧、排ガス中の
窒素含有量、および基板バイアス電圧において異なる値を用い、窒素／アルゴン（Ｎ2／
Ａｒ）ガス混合体中でアルミニウムターゲットを反応性スパッタリングすることにより窒
化アルミニウム（ＡｌＮｘ）膜を成長させた。同様に、酸素／アルゴン（Ｏ2／Ａｒ）ガ
ス混合体中でアルミニウムターゲットを反応性スパッタリングすることにより酸化アルミ
ニウム（ＡｌＯｘ）膜を成長させるとともに、窒素／酸素／アルゴン（Ｎ2／Ｏ2／Ａｒ）
ガス混合体中で酸窒化アルミニウム（ＡｌＯｘＮｙ）膜を成長させた。
【００２４】
　その後、２つのＡｌ層を含む積層構造体を３４０℃の温度で３０分間加熱する（アニー
ルする）。処理後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造体の最上層を観察して、
ヒロック等が生じているか否か、また、構造体の断面形状が良好か否かを調べる。その結
果が表２に示されている。
【００２５】
【表２】

【００２６】
（実施例１（比較例））
　０．３Ｐａの成膜圧力およびＡｒガスのスパッタリング条件下で、厚さが２０００Åの
純Ａｌ膜がガラス基板上に形成されている。その後、構造体が３４０℃の温度で３０分間
アニールされている。このアニール処理後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造
体を観察する。
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【００２７】
　結果は、緩衝層が存在しない場合にはヒロック等が生じることを示している。
【００２８】
（実施例２）
　先ず最初に、０．５Ｐａの成膜圧力下で、反応性スパッタリングにより、厚さが２００
Åの窒化アルミニウムから成るバリアＡｌ膜がガラス基板上に形成されている。０．３Ｐ
ａの成膜圧力下で、厚さが２０００Åの純Ａｌ膜がバリアＡｌ膜上に形成されている。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：１０である。したがって、純Ａｌ層（
２０００Å）／ＡｌＮｘ（２００Å）／基板を含む積層構造体が、３４０℃の温度で３０
分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００２９】
　結果は、ヒロック等が生じることを示している。バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ
比率（１：１０）が非常に低いため、ガラス基板とＡｌ原子との間で熱応力を緩和するこ
とができない。また、後処理（例えばフォトリソグラフィおよびエッチング）を行なった
後においては、バリアＡｌ層がオーバーエッチングされていて、これらの積層構造体の断
面形状は良好ではない。
【００３０】
（実施例３）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが３００ÅのバリアＡｌ層（ＡｌＮｘ）
を有し且つバリアＡｌ層上にわたって厚さが２０００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を
形成した。バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：６．７である。
【００３１】
　積層構造体は、３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察され
ている。結果は、ヒロック等が依然として生じていることを示している。バリアＡｌ層の
純Ａｌ層に対する厚さ比率（１：６．７）が非常に低いため、ガラス基板とＡｌ原子との
間で熱応力を緩和することができない。また、後処理（例えばフォトリソグラフィおよび
エッチング）を行なった後においては、バリアＡｌ層がオーバーエッチングされていて、
これらの積層構造体の断面形状は良好ではない。
【００３２】
（実施例４）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが４００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが２０００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：５である。
【００３３】
　純Ａｌ層（２０００Å）／ＡｌＮｘ（４００Å）／基板を含む積層構造体は、３４０℃
の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００３４】
　結果は、アニール後にヒロック等が生じないことを示している。バリアＡｌ層の純Ａｌ
層に対する厚さ比率が１：５である場合には、ガラス基板とＡｌ原子との間の熱応力を効
果的に緩和することができる。また、後処理（例えばフォトリソグラフィおよびエッチン
グ）を行なった後においては、これらの積層構造体の断面形状は良好である。
【００３５】
（実施例５）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが５００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが２０００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：４である。これらの積層構造体は、３
４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００３６】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
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【００３７】
（実施例６）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが６００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが２０００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：３．３である。これらの積層構造体は
、３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００３８】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００３９】
（実施例７）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが１０００ÅのバリアＡｌ層を有し且つ
バリアＡｌ層上にわたって厚さが２０００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。
バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：２である。これらの積層構造体は、
３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００４０】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００４１】
（実施例８）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが１５００ÅのバリアＡｌ層を有し且つ
バリアＡｌ層上にわたって厚さが２０００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。
バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：１．３である。これらの積層構造体
は、３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制されていることを示している。しかしながら、構造
体の断面形状は良好ではない。純Ａｌ層がオーバーエッチングされ、バリアＡｌ層がアン
ダーエッチングされ、それにより、バリアＡｌ層が過剰に残った。
【００４２】
（実施例９）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが２０００ÅのバリアＡｌ層を有し且つ
バリアＡｌ層上にわたって厚さが２０００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。
バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：１である。これらの積層構造体は、
３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００４３】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制されていることを示している。しかしながら、構造
体の断面形状は良好ではない。純Ａｌ層がオーバーエッチングされ、バリアＡｌ層がアン
ダーエッチングされ、それにより、バリアＡｌ層が過剰に残った。
【００４４】
（実施例１０）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが２５０ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが１８００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：７．２である。これらの積層構造体は
、３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００４５】
　結果は、ヒロック等が依然として生じていることを示している。バリアＡｌ層の純Ａｌ
層に対する厚さ比率（１：７．２）が非常に低いため、ガラス基板とＡｌ原子との間で熱
応力を緩和することができない。また、バリアＡｌ層がオーバーエッチングされ、これら
の積層構造体の断面形状は良好ではない。
【００４６】
（実施例１１）
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　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが３００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが１８００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：６である。これらの積層構造体は、３
４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００４７】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００４８】
（実施例１２）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが９００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが１８００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：２である。これらの積層構造体は、３
４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００４９】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００５０】
（実施例１３）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが１８００ÅのバリアＡｌ層を有し且つ
バリアＡｌ層上にわたって厚さが１８００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。
バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：１である。これらの積層構造体は、
３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００５１】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制されていることを示している。しかしながら、構造
体の断面形状は良好ではない。純Ａｌ層がオーバーエッチングされ、バリアＡｌ層がアン
ダーエッチングされ、それにより、バリアＡｌ層が過剰に残った。
【００５２】
（実施例１４）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが３００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが２５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：８．３である。これらの積層構造体は
、３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００５３】
　結果は、ヒロック等が依然として生じていることを示している。バリアＡｌ層の純Ａｌ
層に対する厚さ比率（１：８．３）が非常に低いため、ガラス基板とＡｌ原子との間で熱
応力を緩和することができない。また、バリアＡｌ層がオーバーエッチングされ、これら
の積層構造体の断面形状は良好ではない。
【００５４】
（実施例１５）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが４００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが２５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：６．２５である。これらの積層構造体
は、３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００５５】
（実施例１６）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが６００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが２５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：４．２である。これらの積層構造体は
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、３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００５６】
（実施例１７）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが７００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが２５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：３．６である。これらの積層構造体は
、３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００５７】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００５８】
（実施例１８）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが１２５０ÅのバリアＡｌ層を有し且つ
バリアＡｌ層上にわたって厚さが２５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。
バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：２である。これらの積層構造体は、
３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００５９】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００６０】
（実施例１９）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが２５００ÅのバリアＡｌ層を有し且つ
バリアＡｌ層上にわたって厚さが２５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。
バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：１である。これらの積層構造体は、
３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００６１】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制されていることを示している。しかしながら、構造
体の断面形状は良好ではない。純Ａｌ層がオーバーエッチングされ、バリアＡｌ層がアン
ダーエッチングされ、それにより、バリアＡｌ層が過剰に残った。
【００６２】
（実施例２０）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが６００ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが４５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：７．５である。これらの積層構造体は
、３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００６３】
　結果は、ヒロック等が依然として生じていることを示している。バリアＡｌ層の純Ａｌ
層に対する厚さ比率（１：７．５）が非常に低いため、ガラス基板とＡｌ原子との間で熱
応力を緩和することができない。また、バリアＡｌ層がオーバーエッチングされ、これら
の積層構造体の断面形状は良好ではない。
【００６４】
（実施例２１）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが７５０ÅのバリアＡｌ層を有し且つバ
リアＡｌ層上にわたって厚さが４５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。バ
リアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：６である。これらの積層構造体は、３
４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００６５】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
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いる。
【００６６】
（実施例２２）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが１５００ÅのバリアＡｌ層を有し且つ
バリアＡｌ層上にわたって厚さが４５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。
バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：３である。これらの積層構造体は、
３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００６７】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００６８】
（実施例２３）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが２２５０ÅのバリアＡｌ層を有し且つ
バリアＡｌ層上にわたって厚さが４５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。
バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：２である。これらの積層構造体は、
３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００６９】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制され、構造体の断面形状が良好であることを示して
いる。
【００７０】
（実施例２４）
　実施例２の処理に従って、ガラス基板上に厚さが４５００ÅのバリアＡｌ層を有し且つ
バリアＡｌ層上にわたって厚さが４５００Åの純Ａｌ層を有する積層構造体を形成した。
バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：１である。これらの積層構造体は、
３４０℃の温度で３０分間アニールされた後、ＳＥＭによって観察されている。
【００７１】
　結果は、ヒロック等が効果的に抑制されていることを示している。しかしながら、構造
体の断面形状は良好ではない。純Ａｌ層がオーバーエッチングされ、バリアＡｌ層がアン
ダーエッチングされ、それにより、バリアＡｌ層が過剰に残った。
【００７２】
　実施例１～２４の結果は、ヒロックが無い導電層が基板上に形成された少なくとも２層
のアルミニウム（Ａｌ）層を備えており、そのアルミニウム層は、基板上に形成されたバ
リアＡｌ層とバリアＡｌ層上に形成された純Ａｌ層とを含み、純Ａｌ層が約１０００オン
グストロームから４５００オングストロームの範囲の厚さを有し、バリアＡｌ層の純Ａｌ
層に対する厚さ比率が約１：６．２５から１：１の範囲にあることを示している。したが
って、ガラス基板と純Ａｌ層との間の熱膨張の差に基づいて生じる熱応力が効果的に緩和
されている。また、第１の実施形態において、バリアＡｌ層として使用される材料は、窒
化アルミニウム（ＡｌＮｘ）、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）、酸窒化アルミニウム（Ａ
ｌＯｘＮｙ）であっても良い。
【００７３】
　また、表２に記載された複数の実施例の結果は、純Ａｌ層が約１０００オングストロー
ムから４５００オングストロームの範囲の厚さを有し、バリアＡｌ層は純Ａｌ層よりも物
理的に薄く、特に、バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率が約１：６．２５から１：
２の範囲にある場合に、これらの積層構造体の断面形状が良好であることを示している。
【００７４】
　以上においては、たった１層の純Ａｌ層が示されているが、本発明がこれに限定されな
いことは言うまでもない。バリアＡｌ層上に複数（２、３、４、５層、そしてそれ以上）
の純Ａｌ層が形成される場合であっても、ヒロック等の発生は、依然として防止されてい
る。実際の用途において、純Ａｌ層は、例えばＡｌ－Ｃｕ、Ａｌ－Ｃｕ－Ｓｉ、Ａｌ－Ｐ
ｄ、Ａｌ－Ｃｒ、Ａｌ－Ｔｉ等のＡｌ系の層と置き換えることができる。また、バリアＡ
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のＡｌＮｘ層と第２のＡｌＮｘ層と第３のＡｌＮｘ層とを含んでいても良く、あるいは、
酸素含有量が異なる第１のＡｌＯｘ層と第２のＡｌＯｘ層と第３のＡｌＯｘ層とを含んで
いても良く、あるいは、酸素の窒素に対する含有率が異なる第１のＡｌＯｘＮｙ層と第２
のＡｌＯｘＮｙ層と第３のＡｌＯｘＮｙ層とを含んでいても良い。また、バリアＡｌ層は
、異なる化合物を有する複数の層、例えば、ＡｌＮｘ層／ＡｌＯｘ層、または、ＡｌＮｘ
層／ＡｌＯｘＮｙ層、または、ＡｌＯｘ層／ＡｌＯｘＮｙ層、または、ＡｌＮｘ層／Ａｌ
Ｏｘ層／ＡｌＯｘＮｙ層を含んでいても良い。
【００７５】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態においては、ヒロック等の発生を防止するためのバリアＡｌ層として、
アルミニウム－ネオジウム（Ａｌ－Ｎｄ）合金層が使用される。この積層構造体は、多く
の場合、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の電極パターンとして使用されている。
【００７６】
　図６も参照されたい。第２の実施形態においては、ガラス基板３０４が設けられていて
、この基板３０４上にわたってＡｌ－Ｎｄ合金層（バリアＡｌ層３０４として）が形成さ
れている。Ａｌ－Ｎｄ合金層は、約１００オングストロームから４０００オングストロー
ムの範囲の厚さ、好ましくは約３００オングストローム及び９００オングストロームの厚
さを有する。
【００７７】
　その後、Ａｌ－Ｎｄ合金層上にわたって純Ａｌ層３０６が形成されている。純Ａｌ層は
、約５００オングストロームから４５００オングストロームの範囲の厚さ、好ましくは約
１５００オングストローム及び３０００オングストロームの厚さを有する。
【００７８】
　Ａｌ－Ｎｄ合金層および純Ａｌ層３０６の成膜条件は限定されない。一般的な成膜圧力
、例えば０．３Ｐａまたは０．４Ｐａを適合させることができる。熱処理中に生じる応力
をＡｌ－Ｎｄ合金層が解放し、これにより、ヒロックを効果的に抑制することができる。
【００７９】
　また、Ａｌ層の酸化を防止するための保護層（図６に図示しない）が、純Ａｌ層３０６
上にわたって更に形成されていても良い。保護層の材料として、モリブデン（Ｍｏ）、チ
タン（Ｔｉ）、窒化モリブデン化合物（ＭｏＮ）等の金属を使用しても良い。
【００８０】
　本発明の第２の実施形態のヒロックが無いデバイスの状態を調べるために、実験が行な
われている。同様に、積層構造体（基板上のＡｌ－Ｎｄ合金層とＡｌ－Ｎｄ合金層上の純
Ａｌ層とを含む）が３２０℃で１０分間アニールされている。このアニール処理後、走査
型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造体の最上層を観察して、任意のヒロック等が生じ
ているか否かを調べる。また、純Ａｌ層上にわたってＭｏ層が保護層として更に形成され
ていて、構造体の断面形状がＳＥＭによって観察されている。その結果が表３に示されて
いる。
【００８１】
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【表３】

【００８２】
（実施例２５（比較例））
　０．３Ｐａの成膜圧力のスパッタリング条件下で、厚さが２０００Åの純Ａｌ膜が基板
上に形成されている。その後、構造体が３２０℃の温度で１０分間アニールされている。
このアニール処理後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造体を観察する。
【００８３】
　結果は、純Ａｌ層だけが使用されている場合にヒロック等が生じることを示している。
【００８４】
（実施例２６）（比較例）
　０．３Ｐａの成膜圧力のスパッタリング条件下で、厚さが１８００ÅのＡｌ－Ｎｄ合金
膜が基板上に形成されている。その後、構造体が３２０℃の温度で１０分間アニールされ
ている。このアニール処理後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造体を観察する
。
【００８５】
　結果は、Ａｌ－Ｎｄ合金層のみが導電層として使用されている場合にヒロック等が生じ
ないことを示している。
【００８６】
　また、Ａｌ－Ｎｄ合金層上に１０００Åの厚さで金属Ｍｏ層が更に形成されている。Ｓ
ＥＭ下で、構造体が良好な断面形状を有することが分かった。
【００８７】
　しかしながら、Ａｌ－Ｎｄ合金の材料は高価であり、導電層の唯一の材料としてＡｌ－
Ｎｄ合金を使用することは、あまり有益ではない。また、Ａｌ－Ｎｄ合金の電気抵抗は非
常に高く（Ａｌにおける値の約２倍）、デバイスの電気的要件を満たすべく厚い膜を形成
するために、多くの成膜時間を要する。
【００８８】
（実施例２７）
　０．３Ｐａの成膜圧力のスパッタリング条件下で、厚さが３００ÅのＡｌ－Ｎｄ合金膜
が基板上に形成された後、厚さが１０００Åの純Ａｌ層がＡｌ－Ｎｄ合金膜上に形成され
ている。その後、構造体が３２０℃の温度で１０分間アニールされる。このアニール処理
後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造体を観察する。結果は、ヒロック等の発
生が無いことを示している。
【００８９】
　また、純Ａｌ層上に９００Åの厚さで金属Ｍｏ層が更に形成されている。ＳＥＭ下で、
構造体が良好な断面形状を有することが分かった。
【００９０】
（実施例２８）
　厚さが３００ÅのＡｌ－Ｎｄ合金膜が基板上に形成（０．３Ｐａの成膜圧力）された後
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、厚さが２０００Åの純Ａｌ層がＡｌ－Ｎｄ合金膜上に形成されている。その後、構造体
が３２０℃の温度で１０分間アニールされている。このアニール処理後、走査型電子顕微
鏡（ＳＥＭ）により積層構造体を観察する。この結果も、ヒロック等の発生が無いことを
示している。
【００９１】
　純Ａｌ層上に９００Åの厚さで金属Ｍｏ層が更に形成されている。ＳＥＭ下で、構造体
が良好な断面形状を有することが分かった。
【００９２】
（実施例２９）
　厚さが４５０ÅのＡｌ－Ｎｄ合金膜が基板上に形成（０．３Ｐａの成膜圧力）された後
、厚さが２０００Åの純Ａｌ層がＡｌ－Ｎｄ合金膜上に形成されている。その後、構造体
が３２０℃の温度で１０分間アニールされている。このアニール処理後、走査型電子顕微
鏡（ＳＥＭ）により積層構造体を観察する。この結果も、ヒロック等の発生が無いことを
示している。
【００９３】
　純Ａｌ層上に９００Åの厚さで金属Ｍｏ層が更に形成されている。ＳＥＭ下で、構造体
が良好な断面形状を有することが分かった。
【００９４】
（実施例３０）
　厚さが４５０ÅのＡｌ－Ｎｄ合金膜が基板上に形成（０．３Ｐａの成膜圧力）された後
、厚さが１０００Åの純Ａｌ層がＡｌ－Ｎｄ合金膜上に形成されている。構造体が３２０
℃の温度で１０分間アニールされ、その後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造
体を観察する。この結果も、ヒロック等の発生が無いことを示している。
【００９５】
　純Ａｌ層上に９００Åの厚さで金属Ｍｏ層が更に形成されている。ＳＥＭ下で、構造体
が良好な断面形状を有することが分かった。
【００９６】
（実施例３１）
　厚さが９００ÅのＡｌ－Ｎｄ合金膜が基板上に形成された後、厚さが２０００Åの純Ａ
ｌ層がＡｌ－Ｎｄ合金膜上に形成される。構造体が３２０℃の温度で１０分間アニールさ
れ、その後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造体を観察する。この結果も、ヒ
ロック等の発生が無いことを示している。
【００９７】
　純Ａｌ層上に９００Åの厚さで金属Ｍｏ層が更に形成されている。ＳＥＭ下で、構造体
が良好な断面形状を有することが分かった。
【００９８】
（実施例３２）
　厚さが９００ÅのＡｌ－Ｎｄ合金膜が基板上に形成された後、厚さが１０００Åの純Ａ
ｌ層がＡｌ－Ｎｄ合金膜上に形成されている。構造体が３２０℃の温度で１０分間アニー
ルされ、その後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造体を観察する。この結果も
、ヒロック等の発生が無いことを示している。
【００９９】
　純Ａｌ層上に９００Åの厚さで金属Ｍｏ層が更に形成されている。ＳＥＭ下で、構造体
が良好な断面形状を有することが分かった。
【０１００】
（実施例３３）
　厚さが１８００ÅのＡｌ－Ｎｄ合金膜が基板上に形成された後、厚さが２０００Åの純
Ａｌ層がＡｌ－Ｎｄ合金膜上に形成されている。構造体が３２０℃の温度で１０分間アニ
ールされ、その後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造体を観察する。この結果
も、ヒロック等の発生が無いことを示している。
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【０１０１】
　純Ａｌ層上に９００Åの厚さで金属Ｍｏ層が更に形成されている。ＳＥＭ下で、構造体
が良好な断面形状を有することが分かった。
【０１０２】
（実施例３４）
　厚さが１８００ÅのＡｌ－Ｎｄ合金膜が基板上に形成された後、厚さが１０００Åの純
Ａｌ層がＡｌ－Ｎｄ合金膜上に形成されている。Ａｌ－Ｎｄ合金層の純Ａｌ層に対する厚
さ比率は、約１：０．５５である。構造体が３２０℃の温度で１０分間アニールされ、そ
の後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により積層構造体を観察する。この結果も、ヒロック
等の発生が無いことを示している。
【０１０３】
　純Ａｌ層上に９００Åの厚さで金属Ｍｏ層が更に形成されている。ＳＥＭ下で、構造体
が良好な断面形状を有することが分かった。
【０１０４】
　なお、第２の実施形態（実施例２７～３３）において、純Ａｌ層は、一般に、Ａｌ－Ｎ
ｄ合金（バリア層）よりも厚いが、ヒロック等を効果的に防止するため、純Ａｌ層がＡｌ
－Ｎｄ合金層よりも薄くても良い（実施例３４）。
【０１０５】
　実施例２７～３４において、基板と純Ａｌ層との間に介挿されたＡｌ－Ｎｄ合金層は、
ヒロック等の発生を効果的に防止する。
【０１０６】
　実施例２７～３４の結果は、導電層が基板上に形成された少なくとも２層のアルミニウ
ム（Ａｌ）層を備えており、そのアルミニウム層は、基板上に形成されたバリアＡｌ（Ａ
ｌ－Ｎｄ合金）層とバリアＡｌ層上に形成された純Ａｌ層とを含み、バリアＡｌ層が約３
００オングストロームから１８００オングストロームの範囲の厚さを有し、純Ａｌ層が約
１０００オングストロームから２０００オングストロームの範囲の厚さを有することを示
している。バリアＡｌ層の純Ａｌ層に対する厚さ比率は、約１：６．６７から１：０．５
５の範囲である。そのため、ガラス基板と純Ａｌ層との間の熱膨張の差に基づいて生じる
熱応力が効果的に緩和されている。したがって、ヒロックの発生を防止するとともに、こ
れらの積層構造体の良好な断面形状を維持するために、Ａｌ－Ｎｄ合金層は、約１００オ
ングストロームから４０００オングストロームの範囲の厚さ、好ましくは約３００オング
ストロームから９００オングストロームの範囲の厚さを有する。純Ａｌ層は、約５００オ
ングストロームから４５００オングストロームの範囲の厚さ、好ましくは約１５００オン
グストロームから３０００オングストロームの範囲の厚さを有する。
【０１０７】
　実際の用途において、本発明の第２の実施形態に係る殆どの積層構造体（実施例２７～
３３）は、製造コストを考慮して、非常に厚い純Ａｌ層と、非常に薄いＡｌ－Ｎｄ合金層
とを備えている。例えば、４５０ÅのＡｌ－Ｎｄ合金層と２０００Åの純Ａｌ層とを備え
る構造体のコストは、１８００ÅのＡｌ－Ｎｄ合金層だけを備える構造体のコストの６６
％である。また、Ａｌの電気抵抗は、Ａｌ－Ｎｄ合金のそれよりも低い（約５０％）。し
たがって、ＡｌＮｄ／Ａｌから成る更に薄い複合体を使用して、サイズを減少させるとと
もに、デバイスの均一性を向上させることにより、デバイス要件を満たすことができる。
【０１０８】
　本発明の実施形態に係る構造体は、電子デバイスの配線パターンまたは電子パターン等
の導電パターンとして使用することができる。以下の説明において、本発明の構造体は、
薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の金属ゲート電極として使用されている。図７は、本発明の
実施形態に係るＴＦＴのボトムゲートの断面図である。先ず最初に、基板４００が設けら
れている。基板４００上にわたって導電層が堆積され、この導電層がエッチングされるこ
とにより、ゲート電極４１０が形成されている。
【０１０９】
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　本発明の第１の実施形態において、ゲート電極４１０は、基板４００上に形成されたバ
リアＡｌ層およびバリアＡｌ層上に形成された純Ａｌ層を含む少なくとも２層のＡｌ層を
備えている。バリアＡｌ層は、窒化アルミニウム（ＡｌＮｘ）、酸化アルミニウム（Ａｌ
Ｏｘ）、酸窒化アルミニウム（ＡｌＯｘＮｙ）のうちの１つの化合物を少なくとも含む。
デバイスがエッチングされた後に良好な断面形状を得るため、バリアＡｌ層の純Ａｌ層に
対する厚さ比率は、約１：６．２５から１：２の範囲である。また、保護の目的のため、
純Ａｌ層上に３００Åから１２００Åの厚さでＭｏ層またはＭｏＮ層が更に形成されてい
ても良い。
【０１１０】
　本発明の第２の実施形態において、ゲート電極４１０は、基板４００上に形成されたＡ
ｌ－Ｎｄ合金層およびＡｌ－Ｎｄ合金層上に形成された純Ａｌ層を含む少なくとも２つの
Ａｌ層を備えている。Ａｌ－Ｎｄ合金層は、約１００Åから４０００Åの範囲の厚さ、好
ましくは約３００Å及び９００Åの範囲の厚さを有する。純Ａｌ層は、約５００オングス
トロームから４５００オングストロームの範囲の厚さ、好ましくは約１５００オングスト
ローム及び３０００オングストロームの範囲の厚さを有する。バリアＡｌ層の純Ａｌ層に
対する厚さ比率は、約１：６．６７から１：０．５５の範囲である。同様に、保護の目的
のため、純Ａｌ層上に３００Åから１２００Åの厚さでＭｏ層またはＭｏＮ層が更に形成
されても良い。
【０１１１】
　その後、ゲート電極４１０上にわたってゲート絶縁層４２０が形成されている。その後
、堆積およびフォトリソグラフィにより、アモルファスシリコン層４３０およびオーム接
触層４４０がゲート絶縁層４２０上に形成されている。
【０１１２】
　次に、ソース領域４６０およびドレイン領域４６５は、基板４００上にわたって金属（
例えばＣｒおよびＡｌ）層を堆積しパターニングすることにより形成されている。また、
アモルファスシリコン層４３０の表面を露出させるため、チャネル領域も形成されている
。この場合、このチャネルによってソース領域４６０とドレイン領域４６５とが分割され
ている。
【０１１３】
　その後、ソース領域４６０、ドレイン領域４６５、チャネルを覆うため、基板４００上
にわたってパッシベーション層４７０が形成される。フォトリソグラフィおよびエッチン
グにより、パッシベーション層４７０に開口が形成され、ドレイン領域４６０が露出され
る。最後に、パッシベーション層４７０上にわたってパターン化された透明電極（ＩＴＯ
）３８０が形成されるとともに、透明電極によって開口が満たされている。
【０１１４】
　無論、本発明を様々な電子装置に適用でき、本発明がＴＦＴデバイスの用途に限定され
ないことは言うまでもない。本発明の積層構造体によれば、製造コストをかなり減らすこ
とができ、ヒロック等を効果的に抑制することができる。また、Ａｌ層の組み合わせ（純
Ａｌ層の下側にバリア層）の電気抵抗は、Ａｌ系の層（例えばＡｌ－Ｎｄ合金層）だけの
電気抵抗よりも十分に低く、そのため、適用されるデバイスの電気的特性が向上する。
【０１１５】
　実施例および好ましい実施形態において本発明を説明してきたが、本発明がこれらに限
定されないことは言うまでもない。逆に、本発明は、様々な変形例、同様の配置構成、手
続きを網羅しようとするものであり、したがって、添付の請求の範囲は、そのような変形
例、同様の配置構成、手続きの全てを包含するように最も広く解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】ガラス基板上に金属を堆積させる一例（従来技術）を示す図である。
【図２】ガラス基板上に形成されたＡｌ配線層中でアニーリング後に生じるヒロックの一
例（従来技術）を示す図である。
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【図３】ガラス基板上に形成されたＡｌ合金のグレインのアニーリング後の一例（従来技
術）を示す図である。
【図４】ガラス基板上に形成されてＡｌグレインを上側から覆う金属層の一例（従来技術
）を示す図である。
【図５】ガラス基板とＡｌグレインとの間に挟まれたバリア金属層の一例（従来技術）を
示す図である。
【図６】基板上に少なくとも２つのアルミニウム層を有する本発明の実施形態に係る導電
層を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係るＴＦＴのボトムゲートの断面図である。
【符号の説明】
【０１１７】
　１０２，２０２，３０２，３０４    ガラス基板
　１０４    グレイン
　１０６    グレイン境界
　１１０    ヒロック
　２０４，２４０  グレイン
　２０６    グレイン境界
　２１０    粒子
　２１２    金属層
　３０４    バリアＡｌ層
　３０２，３０４，４００      基板
　３０６    純Ａｌ層層
　４１０    ゲート電極
　４２０    ゲート絶縁層
　４３０    アモルファスシリコン層
　４４０    オーム接触層
　４６０    ソース領域
　４６０，４６５  ドレイン領域
　４７０    パッシベーション層
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